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量子効果が表れる程度の幅(凡そ 10nm)の単層

グラフェンナノリボン(GNR)は、エッジの構造

によって金属的性質や半導体的性質を示す[1]

ことが理論的に分かっている。GNR 作製には

SiC 熱分解法が適しているが、GNR 成長過程

において GNRエッジとつながったバッファ層

も同時に成長する。そのため SiC熱分解法で作

成した GNRのエッジの効果による電気伝導特

性の研究は進んでおらず、先行研究においても

バッファ層が残った GNRでしか電気伝導測定

は行われていなかった。我々は極希薄 O₂エッ

チング処理により、単層 GNRを壊すことなく

GNR につながったバッファ層を取り除く技術

を開発し[2]、最終的にはエッジの効果が現れ

た GNRの電気伝導測定を行うことを目的とし

ている。今回は O₂エッチング処理を行った

GNR の電気伝導特性について測定した結果を

報告する。 

SiC 熱分解法で GNR サンプルを作製し、O2 

(~10-3Pa)-Ar (1 atm)混合雰囲気下で加熱

(1300℃、15分)し基板表面のバッファ層を取り

除いた。図 1のように GNR を対象に 4探針法

による I-V 測定を行い、GNR の抵抗値の探針

間距離依存性と温度依存性について検証した。

ここで、探針間距離とは内側の電圧測定用の２

本の探針間の距離(図 1白線)と定義した。室温

における幅 100nmのGNRについての抵抗と探

針間距離との関係を図 2に一例として示す。グ

ラフのように、探針間距離が 9μmより大きい

ときは抵抗値と探針間距離が線形な関係にあ

るが、探針間距離が 9μmより小さいときは抵

抗値が約 20kΩのまま抵抗探針間距離によら

ず一定であった。このときの抵抗値は量子化抵

抗 R0(=25.8kΩ)を単位とすると、約 0.8R0と表

すことができる。J. Baringhaus らの研究では幅

40nm の GNR が室温において探針間距離が 10

μm より小さくなったときにバリスティック

伝導を示し、そのときの抵抗値は量子化抵抗程

度(約 1R0)であった[3]。本研究で扱ったバッフ

ァ層を除去した GNRに関しても同様なバリス

ティック伝導性を有していると考えられる。抵

抗値の温度依存性については当日報告する。 
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図 1: SiC 上に作製した GNR 及び 4 探針の

SEM像と 4探針測定の構成。 

図 2: 室温における GNR(幅 100nm)の抵抗値

の探針間距離依存性。破線は変化の様子

を大まかに示したものである。 
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